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Apresentacao: Introducdo a Tecnologia SOI e suas vantagens em relacao a Tecnologia
MOQOS convencional.

Resumo: Neste curso serdo introduzidos os conceitos fundamentais da operacdo de
transistores MOS fabricados em substratos do tipo Silicio sobre Isolante (Silicon-On-
Insulator — SOI), mostrando a necessidade desta alternativa tecnoldgica para permitir o
continuo escalamento das dimensdes dos transistores. Serdo abordadas as principais
caracteristicas elétricas dos transistores SOI MOS, comparado-as as de transistores
fabricados segundo a tecnologia MOS convencional. A aplicacdo de transistores SOI
tanto em circuitos digitais, como em circuitos analégicos, sera também discutida.



